NORME CEI
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 747-3
STANDARD

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1994-11

|

Amendement 1

toelectronic devices

© CEI1994  Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genéve, Suisse

EC

Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX
International Electrotechnical Commission PRICE CODE X A
MemayHapoanan Onertpotexuuuecran Homuccun

[ ] @  Pour prix, voir catalogue en vigusur
For price, see current catalogue



https://iecnorm.com/api/?name=549ba1a403d87d0fee086475a74529bc

-2

747-5 amend. 1 © CEl:1994

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par

le sous-comité 47C: Dispositifs opto-

¢électroniques, d'affichage et d'imagerie, du comité d'études 47 de la CEl: Dispositifs &

semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS

Rapports de vote

47C(BC)1
47C(BC)2
47C(BC)3
47C(BC)4
47C(BC)5
47C(BC)6
47C(BC)7
47C(BC)8
47C(BC)9
47C(BC)10
47C(BC)11
47C(BC)12
47C(BC)16
47(BC)1284
47(BC)1292

AL

47C(BC)17
47C(BC)18
47C(BC)23
47C(BC)24
47C(BC)25

N\

bleau

SOMMAIR?

Page 2

4.5 Dispositifs d’affichage a cristaux liquides

Page 4

em

ET SYMBOLES LITTERAUX

i-dessus donnent toute information sur le
t.

CHAPITRE 1li: VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES

Ajouter a la page 10 les titres des articles suivants des nouvelles sections onze et douze:

SECTION ONZE ~ INSPECTION VISUELLE DES MODULES D’AFFICHAGE A CRISTAUX

LIQUIDES MATRICIELS MONOCHROMES

1 Généralités
2 Inspection visuelle des afficheurs
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FOREWORD

This amendment has been prepared by sub-committee 47C: Optoelectronic, display and
imaging devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

Dis Reports on voting
47C(CO)1 47C(CO)17
47C(CO)2 47C(CO)18
47C(C0O)3 47C(C0O)23
47C(CO)4 47C(CO)24
47C(CO)5 47C(CO)25
47C(CO)6 47C(CO)26
47C(C0O)7 47C(CO)19
47C(CO)8 47C(C0O)20

47C(CO)9
47C(CO)10
47C(CO)11
47C(CO)12
47C(CO)16
47(CO)1284
47(CO)1292

47C(CO)21

this.amendment can be found in the

-

ull information on the voting for the

-

C TTER SYMBOLS

Liquid crystal display devices

P3age. 5

CHAPTER Ill: ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS
Add on page 11 the titles of the clauses of the new sections eleven and twelve as follows:

SECTION ELEVEN - VISUAL INSPECTION OF MONOCHROME MATRIX
LIQUID CRYSTAL DISPLAY MODULES

1 General
2 Visual inspection of displays
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SECTION DOUZE - CELLULES D’AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES
(A I'exclusion des cellules & matrice active ou polychrome)

1 Type

2 Principe et matériau utilisé

3 Mode de fohctionnement

4 Détails d’encombrement

5 Valeurs limites (systéme des limites absolues) dans la gamme de températures de
fonctionnement, sauf indication contraire

6 Caractéristiques électriques et optiques

7 Informations supplémentaires

Page 10

CHAPITRE IV: METHODES DE MESURE

Ajouter & la page 12 les titres des paragraphes 1.186
2.13 et les titres suivants des paragraphes du nouveks

9,210, 2.11, 2.1 et

1.16 Courant de modulation correspondant/3 ssion (IF(1 dB)) dans|les
diodes électroluminescentes et les diodes % arouge
1.17 Distorsion d’intermodulatid S des iodes électroluminescentes

1.18 Longueur d’onde centrale (A ) et large cace du spectre (AL ) des diodes laser
et des modules 3 diodes lseQ

2.9  Sensibilitéd'u
2.10 Réponse en frége { ‘00 module PIN-FET
2.11 De : it Py, 2’(en sortie) d'un module PIN-FET

2.12

basse fréquence (PnoaLp) €t de la fréquence de

it Dagse fréquence (£, ) en sortie d'Un module PIN-FET

2.13 8. détectable d’'un module PIN-FET

$ \\-F de mesure pour les dispositifs d'affichage & cristaux liquides
&ngralités

4.2 Rapports’de contraste
4.3 Temps de commutation

4.4 Courant

Facteursdetransmission ef de retlexion

5
4.6 Tension de seuil et tension de saturation

L
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SECTION TWELVE - LIQUID CRYSTAL DISPLAY CELLS (LCD CELLS)

(Excluding active matrix LCD and multicolour cells)
1 Type

2 Principle and material used

3 Mode of operation

4 Details of outline

5 Limiting values (absolute maximum system) over the operating temperature range,
unless otherwise stated

5 Electrical and optical characteristics

y Supplementary information

Page 11

CHAPTER IV: MEASURING METHODS

Add on page 13 the titles of subclauses 1. 16, 1.17, 1.18,
litles of the subclauses of new clause 4 as follows:

1.16 Modulation current at 1 dB efficacy compre
(LED) and infrared emitting diodes (IRED)

infrared emitting diodes (IRED)

118 Central wavelength (T) and r
modules

9  Responsivity of

10 Frequency respo
11 Output no 3
12 Low freques

frequency (4 E odule
113 Minim

N NN

N

Contrast ratio
Switching times

AW N -k

Current

power  (spectral) density (P

d 2.13 and the

no A LF) and corner

Fransmittance and Teflectance

(4,

A R

.6 Threshold and saturation voltages
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Page 16
AVANT-PROPOS
Ajouter & Ia page 18, le texte suivant aprés Ia liste des publications de Ia CE|-

Autres publications

I1ISO 9241: 1992, Exigences ergonomi. ; minaux a édrans
5 on V)
Page 22
CHAPITRE II: TERMINOLOGIE ET SYMBOL » X

1 Concepts physiques
Ajouter, aprés 1.7, les nouveaux paragraphes sy

1.8 Dispositifs d‘affichage & cristaux liquide

1.8.1 Couche d‘alignement

Couche mince, déposée sur les §f
a sa surface. Cette couche pro

gnt désiré. Des alignements tels qu

de surface. Une
(1.8.20).

peciale peut créer I'angle de préinclinaisb

1.8.2 Phasec

1

Phase cristal liquide présentant un arrangement nématique planaire dans lequel les dire¢

teurs forment tnehélice dont I'axe est perpendiculaire au plan de l'arrangement.

1,84 Point d’éclaircissement

qui détermine la direction du directjur

e

S alignement planaire (1.8.15) sont réalisés par
I'arrangement collgctitng kCules,du cristal liquide affectées localement par les forces

n

Températuro-de transitiom e 13 phase cristal liquide vers la phase isotrope.

1.8.5 Cristal liquide dichroique

PRTROSAAT 0003 om0 A5 £
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Page 17
FOREWORD

Add, on page 19, the following after the list of IEC publications:

Other publications

ISO 9241: 1992, Ergonomic_requirements for office %Wh—%mm"nm—

VDTs)
Rage 23
CHAPTER Ii: TERMINOLOGY AND LETTER SYMB
1| Physical concepts

Add, after 1.7, the following new subclauses:

-t

8 Liquid crystal display devices
1.8.1  Alignment layer

Althin layer deposited over the pattern
ditector at the surface. Thi
ho
op
TH

determines the direction of the
ed ordering. Alignment such as

ant(1.8.15) are achieved by the co-
ules locally affected by the surface forces.
angle{1.8.20).

1.8

Al

Thé—phase—transition temperature of a liquid crystal for transition toward the isotropic

1.8.5 Dichroic liquid crystal

A liquid crystal exhibiting dichroism, i.e. the property of anisotropic absorption of light.

e G aar R
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1.8.6 Directeur

Vecteur unité représentant localement I'axe de symétrie de la fonction de distribution des
orientations d’un axe particulier pour toutes les molécules d'un cristal liquide. Les compo-
santes du directeur définissent I'alignement local du cristal liquide.

1.8.7 Disclinaison

Defaut d’alignement localisé (apparaissant généralement sous forme de lignes fermées ou
i qui separe des zones presentant des états d'alignement
différents.

1.8.8 Phase mésomorphe discotique

ran-

stal

ée
gcouvrant les plaques supports et gravée pour établir
contacts électriques.

Couche électriq
d'oxyde d
la configuratio

1.8:18 Effet invité-héte

Effet d'absorption optique anisotrope survenant dans une couche de cristal ligyide
dichroique qui contient un colorant dissous

1.8.14 Alignement homéotrope

Etat d’alignement d'une couche de cristal liquide dans laquelle le directeur est en tous
points perpendiculaire ou quasi perpendiculaire a la surface d’une plaque support.
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1.8.6 Director

The axial unit vector describing the local axis of symmetry for the orientational distribution
function of any chosen molecular axis of a liquid crystal. The director co-ordinates define
the local alignment of the liquid crystal.

1.8.7 Disclination

A localized alignment defect (appearing generally under the form of closed or open lines)

forming the border between areas exhibiting different alignment states.

1.8.8 Discotic mesophase

A liquid crystal phase of disc-like shaped molecules exhibiting a Idng\ra
respect to the short molecular axis.

1.8.9 Dynamic scattering

An electro-optical effect showing a light scattering caused b motion in a liquid
Crystal layer induced by an electro-hydrodynamic

1.8.10 Electrically controlled birefrirgende

a liquid crystal layer which can be
able birefringence".

An electro-optical effect caused by the/birefring
modulated (varied) by an electric field.\it is% 3

1.8.11 Electrode laye

An electrically conductive layeéy
govering the su 3 3

onfiguration.

parent (e.g. made of indium tin oxide, "ITO"),
ed o establish the display and electrical contact

1.8.13 Guest-host effect

An.anisotropic optical absorption effect occurring in a dichroic liquid crystal layer contain-
ing a’ dissolved dye

1.8.14 Homeotropic alignment

The alignment state of a liquid crystal layer for which the director is everywhere nominally
perpendicular to a support plate surface.
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1.8.15 Alignement planaire

Etat d'alignement d’'une couche de cristal liquide dans laquelle le directeur est en tous
points paraliéle ou quasi paralléle a la surface d'une plaque support. Cet alignement est
aussi appelé «alignement homogéne».

1.8.16 Cristal liquide

Un cristal liquide est un matériau qui présente une phase mésomorphe com de
€s es batonnets) ou semblables & des disques {(djsco-
tiques) et qui posséde au moins un arrangement a grande distance des orientations |d’un

axe des molécules.

1.8.17 Cellule & cristal liquide

Structure plane composée d’au moins deux plaques suppoN 5 un
cristal liquide. La distance entre les plaques est de f'ord

1.8.18 Mésophase (phase mésomorphe)

Etat ordonné de la matiére survenant e ide
isotrope et qui présente certainés nrop dité

et la biréfringence.

1.8.19 Phase nématique

I'un
e uniaxe) ou de deux axes des moléciles

Couche-gituée\entre les plaques supports et entourant le cristal liquide pour assurer
I'étanchéité et I'intégrité de la cellule cristal liquide.

1.8.22 Phase smectique

Phase cristal liquide arisé i it n-
sionnel & grande distance des molécules et par un arrangement & grande distance des
orientations d'un axe des molécules.

1.8.23 Cales d’épaisseur

Matériau (par exemple sphéres ou cylindres calibrés) placé a lintérieur d'une cellule
cristal liquide pour assurer la constance de la distance entre les plaques supports.
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1.8.15 Planar alignment

The alignment state of a liquid crystal layer for which the director is everywhere nominally
parallel to a support plate surface. This alignment is also referred to as homogeneous.

1.8.16 Liquid crystal

A liquid crystal is a material that exhibits a mesophase consisting of elongated (rod-like)

v diSC-like (discotic) molecules and that possesses at least one long range orientational
prdering with respect to one molecular axis.

1.8.17 Liquid crystal cell

A flat structure consisting of a minimum of two support plates
:|: the space between them. These plates are usually separate
icrometers.

1.8.18 Mesophase (mesomorphic phase)

An ordered state of matter between the
ome of the properties of the neig
efringence.

crysta
bouring

7,

-y

1.8.19 Nematic phase

N : & long range orientational ordering of
one molecular axis (uniaxi : i o-mglecular axes (biaxial nematic LC).

-t

-
)
o
3
o
o
Lo
)
o
=
a
—t
=
)
o4}
2
o
o
@
3
—t-
5
<
a
o
=
~
(%24
—
o
o
=
o
o
—
5]
=

.

Al layer situated.between the support plates and surrounding the liquid crystal to ensure
the hermeticity.andNntegrity of the liquid crystal celi.

ey

18.22 <Smectic phase

Alliquid crystalline phase characterizedby—atteast-a—one-dimensionat forig Tange transi-

tional ordering of the molecules and a long range orientational ordering for one molecular
axis.

1.8.23 Spacer

A material incorporated into a liquid crystal cell (e.g. calibrated spheres or cylinders) to
ensure a constant distance between the support plates.
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1.8.24 Plaque support

Plaque généralement transparente, par exemple un feuillet de verre ou de plastique,
recouverte de plusieurs couches (électrodes, couche de scellement et couche
d'alignement de surface), constituant la structure mécanique d'une cellule a cristal liquide.

1.8.25 Angle de torsion

Angle orienté formé par les projections sur I'une des plaques supports d’'une cellule

nematique en helice des directeurs respectifs a la surface des plaques supports.

1.8.26 Structure nématique en hélice

Etat d'un cristal liquide nématique caractérisé par une structuge

Page 26

3 Termé(s généraux
Ajouter & la page 34, les nouveaux paragrz
3.4 Dispositifs d’affichage a
3.4.1 Surface active

Partie de la surfacg d’

oins

affichage capable de présenter un jeu limité de caractéres comprenant au

des\letices et des chiffres.

Afficheur contenant sa (ses) source(s) de lumiére(s) propre(s). Cette lumiére peut gtre
produite par le transducteur lui-méme ou provenir d’'une ou plusieurs source(s) de lumjiére

MteTe(S)y Modutée(S) par le transducieur.
3.4.5 Echelle de gris

Un afficheur est dit capable d'une échelle de gris s'il peut afficher des images fournissant
plus de deux niveaux de luminance.
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1.8.24 Support plate

Plate, generally transparent, made of e.g. glass or plastic sheet, covered with several lay-
ers (electrodes, sealing and surface alignment layers), forming the mechanical structure of
a liquid crystal cell.

1.8.25 Twist angle

The oriented angle between the projections of the respective surface directors at the

support pltates oo one of the support plates of a twisted nematic cell.

1.8.26 Twisted nematic structure

A nematic liquid crystal state characterized by a twisted structure.

Page 27

B General terms
Add, on page 35, the following new subclauses:
8.4 Liquid crystal display devices &

3.4.1 Active area

Part of a display screen afea delifmi - pug glements.

3.4.2 Active matrix-aq

\ matrix-addres@' 3 ice inwhigh each picture element has at least one switch-

4.4 Emissive disptay

>

display that contains its own source(s) of light. This light can be produced by the
transducer itself or provided by one or more internal light source(s) modulated by

trc tlallbdubcl.
3.45 Grey scale

Display is said to have grey scale Ccapability if it can display images providing more than
two luminance levels.

T e s e
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3.4.6 Cellule d’affichage & cristaux liquides

Cellule a cristal liquide utilisée pour présenter de I'information grace a la modulation de la
lumiére.

3.4.7 Module d’affichage a cristaux liquides

Unité d'affichage combinant une cellule d’affichage a cristaux liquides et son électronique
de commande. Des options supplémentaires sont possibles, telles que rétroéclairage,
[ dccessoires de montage, elc.

3.4.8 Afficheur matriciel

Dispositif d'affichage ol les pixels sont régulieérement distribués
3.4.9 Afficheur monochrome

Dispositif d’affichage n'utilisant qu'un contraste de ¢ raste noir sur blanc.
3.4.10 Pixel
Le plus petit élément capable de'génére

3.4.11 Afficheur réflexible

3.4.12 Segme

Pixel 'dédin 5
numérique e \

ha-

elle

Dispositit d’affichage qui module par réflexion la lumiére d'une source externe et par trans-
mission, a travers un réflecteur semi-transmissif, la lumiére d’une autre source.

3.4.15 Afficheur transmissible
Dispositif d'affichage qui module par transmission la lumiére d’'une source externe.
3.4.16 Céne de lisibilité

Domaine angulaire tri-dimensionnel qui comprend toutes les directions pour lesquelles la
spécification visuelle est satisfaite.
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3.4.6 Liquid crystal display cell

Liquid crystal cell that is used to modulate light to present information.

3.4.7 Liquid crystal display module

A display unit combining a liquid crystal display cell with drive electronics. Additional
options are possible such as backlight, mounting brackets, etc.

3.4.8 Matrix display

A display device consisting of regularly distributed pixels arranged i
3.4.9 Monochrome display

A display using only one colour or black and white contra
3.4.10 Pixel

Smallest element that is capable of ger
3.4.11 Reflective display
A display device that mod

B.4.12 Segment

A segment is a al 3
symbol, or a sign\by j

nt in which the visual information is retained after the acti-

A display-device that modulates light from an external source by reflection or from another
source, by transmission through a semitransmissive reflector.

.4.15 Transmissive dispiay
A display device that modulates light from an external source by transmission.
3.4.16 Viewing angle range

The viewing angular direction range over which the visual specification is satisfied.
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3.4.17 Zone d’'observation

La surface active (3.4.1) augmentée de toutes les surfaces contigués qui affichent de
l'information visuelie permanente ou un fond d'affichage.

Page 34

4 Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques

Remplacer, aux pages 44 et 46, le titre des paragraphes 4.2.6.2 et 4.2.7.2 par le;nouveau
titre suivant:

Largeur de spectre A\

Remplacer, a la page 48, le titre du paragraphe 4.2.7.3, p

Largeur de ligne Ak

Remplacer, a la page 50, en 4.2.7.6, le terme «\a

Largeur de spectre

Opération de sélecti 3 RSpa ver.
452 Co@ :

Influence ¢ : 8 ' s le
temps.

Qntraste

Rappont. te
par le rappo

inance la plus élevée, L, et de la luminance ia plus basse, L,, mesurée
de contraste, CR, défini par:

(Voir 2.22 de I'!SO 9241-3)
4.5.4 Adressage direct

Méthode d’adressage consistant a appliquer un signal & un plot qui correspond a un seul
pixel. Dans ce cas, tous les pixels peuvent étre adressés soit individueliement, soit en
groupe ou simultanément.
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3.4.17 Viewing area

The active area (3.4.1) plus any contiguous areas that display permanent visual informa-
tion or a display background.

Page 35

4 Terms related to ratings and characteristics

Replace on pages 45 and 47, the title of subclauses 4.2.6.2 and 4.2.7.2 by the following
new title:

Spectrum bandwidth AL

Replace, on page 49, the title of subclause 4.2.7.3, by the follo

| ine width A?LL

Replace, on page 51, in 4.2.7.6, the term “spectral rag

Spectrum bandwidth

Add, on page 63, the following new st
.5 Liquid crystal display devices
4.5.1 Addressing
Belecting the pixels in
4.5.2 Contrast|

o

Pubjective assess
gsimultaneou

The ratio betwe
detected, measured

higher, L,, and lower, L, luminances that define the feature to be
by contrast ratio (CR), defined as:

Ly
CR = —

L

(see 2.22 of 1ISO 9241-3)
4.5.4 Direct addressing

A method of addressing by applying a signal to a terminal that corresponds to one pixel
only. Hence, all pixels can be addressed individually, in groups or simultaneously.
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4.5.5 Circuit d’adressage

Dispositif qui transforme P'information d'adressage en signaux de commande appropriés
pour sélectionner un pixel. Les mémes signaux peuvent aussi activer le pixel.

4.5.6 Taux de multiplexage

Inverse du nombre de groupes de pixels qui sont adressés dans un systéme d'adressage
multiplexé (par exemple, inverse du nombre de lignes dans un systéme d’adressage

matriciet).

4.5.7 Caractéristique électro-optique

Variation d'une propriété photométrique (par exemple, lumina tion

des valeurs de commande électriques (tension ou courant).
4.5.8 Polarité d'image
Relation entre la luminosité du fond et celle de

g polarité négative et cglie

pixel par I'application de signaux aux
onne. Dans ce cas, un pixel individuel |est

de_temporelle dans laquelle un premier ensemble de groupes
séquentiellement une fois par période trame, et un secgnd
es de’pixels croisés est sélectionné en fonction de 'image qui doit dtre

NOTE'~ Ua_exenyple type est celui d'une celiule comportant des électrodes lignes et colonnes croisées ou [I'on
sélectionne uneligne a la fois.

4.5.11 Commande statique

Méthode de commande dans laquelle tous les pixels sont adressés simultanément et
constamment.
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4.5.5 Driver

A device that transforms the address information into driving signals suitable for selecting
a pixel. The same signals may also activate the pixel.

4.5.6 Duty ratio

The reciprocal value of the number of pixel groups which are addressed in a multiplex
addressing scheme (e.g. the reciprocal of the number of rows for a row-at-a-time matrix

addressingscheme):

4.5.7 Electro-optic characteristic

The variation of a photometric property (e.g. luminance or contrast
rical drive quantities (voltage or current).

1.5.8 Image polarity

polarity, and darker images on a brighte

A method of addressing in which a pikel i
that correspond to its ro
ing groups in space and ti

ntersecting column electrodes.

>
3
>
—tn
=
s}
Q
o
=8
—t

in which a first set of pixel groups is selected in a sequence
nd set of intersecting pixel groups is selected according to

-~ O
> 3
T O
25
b

g

3

4.5.14 ,"Static driving

A method of driving in which all pixels are addressed simultaneously and constantly.
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Page 64

CHAPITRE Ill: VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES

Page 92

SECTION SEPT - DIODES ELECTROLUMINESCENTES ET DIODES EMETTRICES
EN INFRAROUGE POUR SYSTEMES OU SOUS-SYSTEMES A FIBRES OPTIQUES

Remplacer le texte de cette section par ce qui suit:

1 Type

Diodes électroluminescentes ou émettrices en infrarouge nte
spécifiée ou a température de boitier spécifiée avec ou sans les
systémes ou sous-systémes a fibres optiques.
2 Matériau semiconducteur
GaAs, GaAlAs, InGaAs, InP, etc.
3 Détails d’encombrement et t
ntre
que,
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Page 65
CHAPTER IIl: ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS
Page 93

SECTION SEVEN - LIGHT EMITTING DIODES AND INFRARED EMITTING DIODES FOR
FIBRE OPTIC SYSTEMS OR SUBSYSTEMS

Replace the text of this section by the following:

1 Type

Ambient-rated or case-rated light-emitting or infrared-emitting diode optical
fibre pigtail for fibre optic systems or subsystems.

2 Semiconductor material

(GaAs, GaAlAs, InGaAs, InP, etc.

3 Details of outline and encapsulatio
3.1 IEC and/or national reference number of ¢
3.2

3.3 Terminal identificatio
terminal and the case

3.4 Characteristi
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de fonctionnement, sauf indication contraire
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Exigences
Reference Caractéristiques Symbole littéral
Min. Max.
4.1 Température de stockage Tstg X X
soit4.2.1 Tnmpérahlro ambiante Tm X X
soit 4.2.2 | Température de boitier Tese X X
4.3 Température de soudage au temps maximal T X
de soudage et distance minimale spécifiée
par rapport au boitier (\
4.4 Tension inverse N\ \> x
N
4.5 Courant direct continu \ X
Courbe ou facteur de réduction /‘
4.6 Courant direct de pointe dans les conditions IFW X
d'impulsions spécifiées (s’il y a lieu
Courbe ou facteur de réductiop (& )
4.7 Dissipation de puissance Piot X
Courbe o&r de réductio a ligu
(\
T X
r X
X
N\
4.1 Vibrations X
4,12 Résistance a ia traction pour les dispositifs
avec fibre amorce
4.12.1 Structure lache:
— Résistance a la traction sur la fibre
le long de son axe F X
— Résistance & la traction sur la gaine
de protection le long de son axe F X
4.12.2 Structure serrée:
— Résistance a la traction sur la fibre
amorce le long de son axe F X
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4 Limiting values (absolute maximum system) over the operating temperature
range, unless otherwise stated

Requirement

Reference Characteristics Letter symbols
Min. Max.
4.1 Storage temperature Tstg X X
—Either | Ambijent temperature Lt X X
4.2.1
or4.2.2 Case temperature Tease X X
4.3 Soldering temperature at maximum T /(\ X
soldering time and minimum distance

to case specified (\

4.4 Reverse voitage Vo \\\ X
N
4.5 Continuous forward current X
Derating curve or derating factor /\

4.6 Repetitive peak forward current at specified IF@ X

pulse conditions (where appropriate)
Derating curve or derating factar’(where
appropriate)

4.7 Power dissipation Piot b
Derating curve or derating factor (whe
appropriate) <\(\ >
\

p re
4.9 it \/

A\
4.10 <\s%k\\\ \ X

4.8 For case-rat

Virtug{{gﬁ:ti

4.11 Vibration X
4.12 Tensile force on devices with pigtail:
4124 Untight structure:

— Tensile force on fibre along its axis

— Tensile force on cladding along
its axis F X

4.12.2 Tight structure:
— Tensile force on pigtail
along its axis F X
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5 Caractéristiques électriques et optiques
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Condition a T, Exigence
amb Symbole
Reéférence Caractéristiques ouT, ., =25°C I¥::é ral
sauf indication contraire Min. Max.
5.1 Tension directe I ou &_ spécifié Ve X
52 Courant inverse Vi, spécifié Ia X
53 Résistance différentielle I ou ©_ spécifié y X
5.4 Capacité totale Ve, fspécifiés Ciot /_ X
soit 5.5.1 Bruit d’intensité relative leoud,, f, IN ( X
(s'il y a lieu) Af spécifiés
soit 5.5.2 Rapport porteuse/bruit leoud , f, /| X
(s'il y a lieu) Aty 1. m spécifiés
" /\ AN
soit 5.6.1 Flux énergétique I spécifié (e \\ e\/ X x!
en impulsions ou les deux
s0it 5.6.2 | Courant direct /\ CDGM > Ie x X
5.7 Pour les dispositifs sans udp_, angle mw 81/2 X
fibre amorce: B
angle a mi-intensité
(s'ily alie Q
AN
~—
5.8 ou ¢, jangle ¢ spécifiés A8 X
5.9 ur de_baride du I ou @ spécifie Al X
; raydnnementspestral
soit 5.10\ 1 &Qs e Wtation: Courant continu, X
emps de croissance courant d'impulsion d'entrée t X
s de décroissance largeur d'impulsion et f X
ps>de retard coefficient d'utilisation td(on)/td(oﬁ) X
a lieu) spécifiés
ngueurs d'onde
d'émission maximales
soit 5.10.2 | Fréquence de coupure I ou ®_ spécitié fc X

) S'ity atlieu
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5 Electrical and optical characteristics

Conditions at Tamb

Requirement

t
Reference Characteristics of T .o =25°C s";fél
unless otherwise stated y Min. Max.
5.1 Forward voltage I or @_ specified Ve X
5.2 Reverse current V,, specified In X
5.3 Differential resistance Ie or @_ specified Ty X
5.4 Total capacitance Vi, f specified Ciot /—\ X
Either Relative intensity noise Ipoud, f RIN <N X
5.5.1 {where appropriate) Afy specified
or55.2 Carrier-to-noise ratio leou @, 1, C/ X
(where appropriate) afy, f.. m specified / \
Either Radiant output power I specified (d.c. or puise, & x
56.1 or both) >
or5.6.2 Forward current ) ecifie > e X X
5.7 For devices without Ip on@,, angle o sp ciﬁeé\bji”z X
pigtail:
Half-intensity angle
{where appropria?r}\ /_ %
58 For devices \k or®.\angle ¢/specified A6 X
pigtail:
Misaligfirgen
(whe ro
59 Spectr; iatio or @_ specified AX X
bandwidth
Either Switching tighes\ D.C. current, X
5.10.1< input pulse current t X
pulse width and duty 4 X
. cycle specified td(on)/td(om X
appropriate)
—'Peak entission
wavelengths
0t,/5,10.2 Cut-off frequency I or @ specified fc X

) Where appropriate
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6 Informations supplémentaires
Soit

6.1.1 Courbe typique ou coefficient du flux énergétique en fonction de la température et
courbe typique du flux énergétique en fonction du courant direct (en continu ou en
impulsions, comme spécifié).

soit

6.1.2 Courbe typique ou coefficient de lintensité énergétique en fonction;-de| la
température et courbe typique de l'intensité énergétique en fonctio courant direct (en
continu ou en impulsions, comme spécifié).

6.2 Courbe typique ou coefficient de variation des i@ dJ’émisgion

maximales en fonction de la température.
6.3 Diagramme de rayonnement typique.

6.4 Résistance thermique, & température
spécifiée.

Page 112

SECTION NEUF ~ PHOTODIODES RIN RO
FIRRES OF

YSTEMES OU SOUS-SYSTEMES

3..Détails d’encombrement et d’encapsulation

3.1 Numéro CEl et/ou numéro national de référence du dessin d’encombrement.

3.2 Méthode d’encapsulation; verre/métal/plastique/autre.

3.3 Identification des bornes et indication d’'une connexion électrique éventuelle entre
une borne et le bofitier.

3.4 Caractéristiques de l'accés optique: orientation par rapport a l'axe mécanique,
position par rapport & I'axe mécanique, surface, ouverture numeérique.
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6 Supplementary information
Either

6.1.1 Typical curve or coefficient of radiant power versus temperature and typical curve
of radiant output power versus forward current (d.c. or pulse, as specified).

or

6.1.2 Typical curve or coefficient of radiant intensity versus temperature and typical
curve of radiant intensity versus forward current (d.c. or pulse, as specified

6.2  Typical curve or coefficient of change in peak emission ¥
perature.

6.3  Typical radiation diagram.

6.4 Thermal resistance, ambient-rated or case-r3

Page 113

RE OPTIC SYSTEMS

SECTION NINE - PIN PHOTODIODES

Si, Ge, InGaAsetc.
3 Details of outline and encapsuilation

N |EC and/or national reference number of outline drawing.

3.2 Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other.

3.3 Terminal identification and indication of any electrical connection between a
terminal and the case.

3.4 Characteristics of the optical port: orientation relative to mechanical axis, position
relative to mechanical axis, area, numerical aperture.
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type de fibre, le type de protection, le connecteur et la longueur.

3.6

4 Valeurs limites (systéme des limites absolues) dans la gamme des températures

de fonctionnement, sauf indication contraire

informations concernant la dissipation thermique du boitier.

Pour les dispositifs avec fibre amorce: informations concernant la fibre amorce, le

Exigences
Référence Caractéristiques Symbole littéral
Min. Max.
41 Température de stockage Tstg (-\ X X
N
soit 4.2.1 | Température ambiante T, ( X X
soit 4.2.2 | Température de boitier (\Ibg X be
N
4.3 Température de soudage au temps maximal <ld Ay X
de soudage et distance minimale spécifiée
par rapport au boitier
/
4.4 Tension inverse /\ \(€> X
N
4.5 Dissipation de puissance \\ P X
4.6 Flux énerg/é%.ue dans la &{ne%k\ @, X
4.7 i M r X
4.8 X
4.9 <\ X
4%\
4.10.1 Cture lache:
— Résistance a la traction sur la
fibre le long de son axe F X
— Résistance a la traction sur la gaine
de protection le long de son axe F X
4.10.2 Structure serree:
~ Résistance a la traction sur la fibre F X
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3.5 For devices with pigtail: information on the pigtail fibre, type of fibre, kind of protec-
tion, connector, length.

3.6 Information on the heat sink of the package.

4 Limiting values (absolute maximum system) over the operating temperature
range, unless otherwise stated

Requirement

Reference Characteristics Letter symbol

4.1 Storage temperature

Min. Max,
Either

Tstg m X
4.2.1 Ambient temperature T
or4.2.2 Case temperature Tcas</\ X X

soldering time and minimum distance

to case specified /\

4.3 Soldering temperature at maximum T x X

4.4 Reverse voltage (\ \)/ )g\ \ X

- . . ) U
4.5 Power dissipation Piot X

4.6 Radiant power 0}% sensitive Lr\ea Q @, X
N

<
4.7 \)\ r X
ied
48 X
4.9 X
4.10 <\%&
4.10.1
— Tensile force on fibre along
its axis F X
- Tensile force on cladding along
its axis F X

4.10.2 Tight structure:
— Tensile force on pigtail along its axis F X
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5 Caractéristiques électriques et optiques

NOTE - La tension V, spécifiée doit étre identique pour toutes les caractéristiques, sauf indication

747-5 amend. 1 © CEI:1994

contraire.
Conditiona 7 Exigence
Symbol
Référence Caractéristiques ouT .,=25°C |)|ltrtné ere
sauf indication contraire Min. Max.
511 Courant d'obscurité ifiée, ®_ =0 loion ki X
5.1.2 | Courant d'obscurité & Vj, spécifiée, @, = 0 i
température élevée Tomb OU Teose SPEcifiG x
5.2 Capacité totale Vi, f spécifiés, & =0 X
5.3 Courant de bruit Va: Ingey Tor Ay AL b
kp, AM spécifiés
54 Pour les dispositifs
sans fibre amorce:
5.4.1 Sensibilité sur I'axe x?P
mécanique spécifié
5.4.2 Sensibilité spatiale X
non uniforme (s'il y a lieu)
5.5 Pour les dispositifs avec
fibre amorce:
Sensibilité S:o S X x P
soit 5.6.1
t, X
tf X|
. tycony fa(ott) X
specifiés
ts X
soit 6.6.2 équence _de soupure VR, l'p., AN @, R, f, X
/\ spécifiés

a IieN

t70

N

mboly littéral a I'étude.

6 Informations supplémentaires

6.1

températures

Courbe typique du courant d'obscurité en fonction de la tension, a différg

6.2

6.3

6.4

6.5

Sensibilité relative en fonction de la longueur d'onde

Sensibilité relative en fonction de la température

Courbe typique de la capacité totale en fonction de la tension inverse

Courbe ou facteur de réduction de la dissipation de puissance maximale

intes
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5 Electrical and optical characteristics

NOTE - The specified voltage Vj shall be the same for all the characteristics, unless otherwise stated.

Conditions at T, Requirement
. am Letter
Reference Characteristics or T ,.,=25°C symbol
unless otherwise stated y Min. Max.
51.1 Dark current V., specified, &, =0 In X
5.1.2 Dark currant at Vi, specified, @, = 0
high temperature Tomb OF Tease SPeCifiod IR(D) 3 X

5.2 Total capacitance Vi, f specified, ©, =0 Ciot /\(\ X

53 Noise current Var IRy for A AL I X
kp, A\ specified

54 For devices without \
pigtail: <
541 Sensitivity along the Vas Ap, AL, @, specifig Sep X x "

specified mechanical axis \
A X

tivity (where appropriate)

542 Spatial uniformity of sensi- Vo x AL, of O peci i
. L U
5.5 For devices with pigtail:
Sensitivity AN Dy specified o S X x Y

Either Switching times
5.6.1 — Rise time t X
— Fall time 4 X
- Delay time td(on)/td(om X
'(wher 3 pr riate)
- St a 1 X
or5.6.2 Cut-of o kp, Ak, @, A f, X
pecified
Y Where rlate
2) Term and/o bol uhder consideration

6 Supplementary mformation

6.1 Typical curve of dark current versus voltage, at different temperatures

6.2 Typical curve of total capacitance versus reverse voltage
6.3 Relative sensitivity versus wavelength
6.4 Relative sensitivity versus temperature

6.5 Derating curve or derating factor of maximum dissipation


https://iecnorm.com/api/?name=549ba1a403d87d0fee086475a74529bc

1 Généralités

-32- 747-5 amend. 1 © CEl:1994

Page 122

Ajouter les nouvelles sections onze et douze suivantes aprés la section dix:

SECTION ONZE — INSPECTION VISUELLE DES MODULES D’AFFICHAGE A CRISTAUX

LIQUIDES MATRICIELS MONOCHROMES
(A I'exclusion des modules d'affichage & cristaux liquides a matrice active)

Les critéres d'acceptation des spécimens soumis & I'inspection visuelle dépendent,de:

-~ la dimension et le mode opératoire du dispositif;

— la dimension, le nombre et 1a position des éléments d’i
— le type d'application;

— {e domaine de température;
— la sévérité de P'inspection.

NOTE - L'inspection est effectuée
dispositif d'essai automatique.

2 Inspection visuelle des affi

2.1 Afficheur non &8

Conditions:'es S
A spécifier da

Procédure

est

ar un

On dolt rechercher les aetauts visibles suivants.

Défaut Critéres de rejet
— Taches (voir figure 63), bulles, particules étrangéres: A spécifier dans
traces claires ou sombres sur fond clair ou sur fond la spécification

sombre particuliére
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Page 123

Add the following new Section Eleven after Section Ten:

SECTION ELEVEN - VISUAL INSPECTION OF MONOCHROME MATRIX
LIQUID CRYSTAL DISPLAY MODULES
(Excluding all active matrix liquid crystal display modules)

1 General

P.1

NOTE — The inspection is made on displ
automatic test set-up.

Test conditions

To be specified i

The criteria for the acceptance of specimens assessed by visual inspection depend on:

dimension and mode of operation of the display;
dimension, quantity and position of picture elements;

application;
temperature range;
inspection requirements.

Because of this dependence, it is not possible in géeners these criteria, and

ith unaided eyes or by an

P Visual inspection of displays

Display not activat

Procédure

Devieesshatbei L tortho tollowinavisual-delocts:

Defect Rejection criteria
— Spots (see figure 63), bubbles, foreign particles: To be specified
light/dark stains on light background, in detail

light/dark stains on dark background specification
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— Eraflures sur la cetiule a cristal liquide et sur le polarisateur
a I'intérieur du céne de visibilité spécifié

— Dommage mécanique en dehors de la zone
d’observation

- Cumul de défauts visibles des types ci-dessus

747-5 amend. 1 © CEI: 1994

A spécifier dans
la spécification
particuliére

A spécifier dans
la spécification
particuliére

Echantillons

— Structure des électrodes visible & 'intérieur
de la zone d’observation

- Non uniformité de luminance et de couleur
dans la zone d’observation de I'afficheur
et a P'intérieur du cdne de visibilité spécifié

~ |Impuretés sur la surface, par exemple tra
reste d’adhésif

2.2 Afficheur activé
2.2.1 Aspect géométrique géné

Conditions d’'essai

Caractéristique

— Dimension des éléments d’'image

(voir figures 64 et 65)

de reierence

hantillons
de référence

Critéres de rejet

Non conforme & 13

cpéﬁiﬁﬁnﬁnn

— Forme des éléments d’'image

particuliére

Non conforme & la
spécification
particuliére
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Scratches on the liquid crystal celi and on the
polarizer within the specified viewing direction range

Mechanical damage outside of viewing area

Accumulation of above-listed visible defects

To be specified in the
detail specification

To be specified in the
detail specification

Reference samples

Visible structure of the electrodes within
the viewing area

Non-uniformity of iluminance and colours within the
viewing area of the display and within the specified
viewing direction range

Dirt on surface, e.g. finger prints, adhesive residue

P.2 Display activated

P.2.1 Overall geometrical aspect of the

Test conditions

illumination;

ambient t&

Proceduré

Devices sha ectéd to conformity with detail specification.

Property

Dimension on picture elements

Reference.samples

gures 64 and 65)

Rejection criteria

Not in conformity with

the detail cpnnifirnﬁnn

Shape of picture elements

Not in conformity with
the detail specification



https://iecnorm.com/api/?name=549ba1a403d87d0fee086475a74529bc

-36 -~

Défaut

Eléments d'image manquants

— Eléments d'image indésirables

747-5 amend. 1 © CEl:1994

Critéres de rejet

Non conforme 3 ia
spécification
particuliére

Non conforme 3 la
spécification
particuliére

— Activation des éléments d’'image

- Bord du joint de scellement débordant sur la zone
d’observation

2.2.2 Défauts visibles dans Ia zone d’observa

Conditions d’essai

A spécifier dans la spécification partic

— conditions de commande &
- c¢bne de visibili

s défauts visibles suivants:
Défaut,

- Trou d'épingle dans un élément d’image

Non conforme-a |
spécification
particuliere

tif (selon 'application);

Critéres de rejet

A spécifier dans
la spécification
particuliére

- Cumul de trous d’épingles plus petits qu’indiqué
ci-dessus

— Trous d’épingles dans la zone non activée entourant
les éléments d'image

(voir figure 66)

Echantillons
de référence

A spécifier dans
la spécification
particuliére
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Defect

Missing picture elements

Unwanted picture elements

Rejection criteria
Not in conformity with

the detail specification

Not in conformity with
the detail specification

Activation of the picture elements

Seal edge within viewing area

P.2.2 Visible defects of the viewing area

Test conditions

To be specified in detail specification:

— electrical driving conditions;

Devices dyfor the following visual defects:
Pefect

~- <Aspin-hole within the picture element

Not in conformity with
the detail-specification

e’depending on the application;

Rejection criteria

To be specified in the
detail specification
(see figure 66)

— Accumulation of pin holes the size of which is
smaller than specified above

— Pin-holes within the non-activated surrounding area
of the picture elements

Reference samples

To be specified in the
detail specification



https://iecnorm.com/api/?name=549ba1a403d87d0fee086475a74529bc

-38 - 747-5 amend. 1 © CEl:1994

Défaut Critéres de rejet
— Variation du rapport de contraste entre des éléments A spécifier dans
d’'image différents la spécification
particuliére
— Uniformité de ia luminance dans la zone d'observation A spécifier dans
la spécification
particuliére

— Uniformité du contraste dans la zone d’observation A spécifier dans

-~ Non uniformité de la luminance et des couleurs
dans la zone d’'observation et a I'intérieur du ¢céne
de visibilité spécifié

Q@
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Difference of contrast ratio between different
picture elements

Uniformity of luminance within the viewing area

Uniformity of contrast within the viewing area

To be specified in the
detail specification

To be specified in the
detail specification

To be specified in the

Non-uniformity of luminance and colours within
the viewing area and within the specified viewing
direction range

detail speciication

Refere aqples

@@y

28
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CEI-IEC\ 959194

h = largeur
width

w = hauteur
height

a Pintérieur de la zone d’observation
within the viewing area
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Figure 64 — Décalages et malformatighs \d'un Alément dimage carrée
Deviations and fmisshapes of a squate pictlre element
¥
>,

;\\\’%\\
N8

‘« 2‘\

&

/4

R

tgtr = smentsdimage
Notched edges of picture elements
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LIS,

h = hauteur
height

‘intérieur et autour des éléments d’image
tects within picture elements and their surroundings

CEI-IEC 962194
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— Page blanche ~

— Blank page -

2

@@
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SECTION DOUZE - CELLULES D’AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES
(A I’'exclusion des cellules & matrice active ou polychrome)

1 Type
Dispositif d'affichage & cristaux liquides sans aucun circuit électronique.

2 Principe et matériau utilisés

Exemple: cellule nématique en hélice.
3 Modes de fonctionnement

3.1 Fonctionnement optique

- mode d'éclairage: exemple: réflexible, transmissible, tran
— symbole clair sur fond sombre, ou vice-versa.

3.2 Fonctionnement électrique
Mode statique ou multiplexé.
4 Détails d’encombrement
4.1 Description mécanique

Exemple: verre ou p.

4.6_ Direction d’observation recommandée

5 Valeurs limites (systéme des limites absolues) dans la gamme des températures de

fonctionnement, sauf indication contraire
5.1 Températures minimale et maximale de stockage (Tstg)
5.2 Températures minimale et maximale de fonctionnement (7, p)

5.3 Humidité ambiante maximale (RH)
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SECTION TWELVE - LIQUID CRYSTAL DISPLAY CELLS (LCD CELLS)
(Excluding active matrix LCD and multicolour cells)

1 Type
Liquid crystal display device without any electronic circuit.

2 Principle and material used

Example: twisted nematic cell.
3 Modes of operation

3.1 Optical mode of operation

— illumination mode: e.g. reflective, transmissive, transflective;
— light symbol on dark background or vice-versa.

8.2 Electrical mode of operation

$tatic mode or multiplex mode.

4 Detalls of outline %
4.1 Mechanical description

Example: glass or plastic

4.2 Method of connecti

#.3 Outline draw@

4.4 Pinout tal ) diagram

5 LCD cellrefekense axis'tor definition of viewing angle

1.6 Recommended viewing direction

5 Limiting values (absolute maximum system) over the operating temperature range,

—_UnIiess otherwise stated
5.1 Minimum and maximum storage temperatures (Tstg)

5.2 Minimum and maximum operating temperatures (Top)

5.3 Maximum ambient humidity (RH)
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5.4 Pression atmosphérique extérieure minimale et maximale
5.5 Choc mécanique maximal

5.6 Vibration maximale

5.7 Accélération maximale

5.8 Force maximale de pliage de la cellule (a I'étude)

5.9 Force maximale de torsion de la cellule (a I'étude)

5.10 Valeur efficace maximale de la tension de commande appliquée
5.11 Valeur créte a créte maximale de la tension appliquée
5.12 Composante continue maximale de la tension de con

5.13 Température et taux maximaux de soudage, s
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5.4 Minimum and maximum atmospheric pressure outside
5.5 Maximum mechanical shock

5.6 Maximum vibration

5.7 Maximum acceleration

5.8 Maximum bending strength of the cell (under consideration)

5.9 Maximum torsional strength of the cell (under consideration)
5.10 Maximum r.m.s. value of applied driving voltage

5.11 Maximum peak to peak value of applied voltage

5.12 Maximum d.c.-voltage component of the applied driving vgltag

5.13 Maximum soldering temperature and time, where appropria

=
28
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6 Caractéristiques électriques et optiques

Il convient de spécifier les paramétres suivants:

— direction d’'observation et contraste;

— mode de fonctionnement électrique.

747-5 amend. 1 © CEl:1994

Conditions a Top =20°0C
Référence Caractéristiques sauf indication contraire Symbole Exigences
6.1 Tension de commande in: Mak.
6.2 Fréquence de commande < Min’ Mak.
6.3 Tension de seuil Pour une fréquence spécifiée b Mak.
6.4 Tension de saturation Pour une fréquence spégifiée Vi Mak.
6.5 Courant total: Tous les Pour une tension et Mak.
éléments d'image activés, | fréquence spécifié
avec un rapport MPX. = 1 N
6.6 Capacité totale: Tous les Mak
éléments d'image activés.
avec un rapport MPX. = 1 >
6.7 Rapport de contraste CRy;, Min.
et/ou
CRyitr
6.8 Temps d'établissement L Mak
6.9 L Mak.
6.10 T, Min.
et/ou
T
6.11 P, Min. Mak.
et/ou
Py
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6 Electrical and optical characteristics

The following parameters should be specified:

electrical mode of operation.

viewing direction and contrast condition;

Conditions at Top =25°C

Reference Characteristics unless otherwise stated Symbols Requirements
6.1 Driving voltage /\@!in. \ Max.
6.2 Driving frequency Min, ax.
6.3 Threshold voltage At specified frequency M
6.4 Saturation voltage At specified frequency Vv Max.
6.5 Total current: All picture At specified voltage Max.

elements activated at and frequency \
MPX. ratio = 1
6.6 Total capacitance: All At specified voltage/and Max.
picture elements activated | frequency
at MPX. ratio = 1 >
6.7 Contrast ratio dir Min.
d/or
CRyiss
6.8 Turn-on time ton Max.
6.9 Turn-off time Lt Max.
6.10 Where appro T, Min.
and/or diffus and/or
. T,
6.11 Wher i P, Min. Max.
and/or diffdse and/or
N\ P
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7 Informations supplémentaires
7.1 Dépendance angulaire du rapport de contraste
7.2 Temps de commutation en fonction de la température

7.3 Gamme de fonctionnement:

— tension de seuil en fonction de la température;

— gamme de tensions de fonctionnement en fonction de la température, avec un rappo
contraste spécifié.

7.4 Zone totale des éléments d'image

(Total de toutes les zones des éléments d'image individuels, par ¢
ou points.)

7.5 Informations sur la manipulation et fa mise en servige
7.6 Précautions
7.7 Coordonnées de chromaticité

7.8 Caractéristiques d'uniformité

Q@

't de

joles
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7 Supplementary information
7.1 Angular dependence of contrast ratio
7.2 Switching times versus temperature

7.3 Operating range:

- threshold voltage versus temperature;

— operating voltage range as a function of temperature at specified contrast ratio.

7.4 Total picture element area

(Sum of all single picture element areas, e.g. segments, symbols or dots,

7.5 Handling and operation information

.6 Precautions

;.7 Chromaticity coordinates
7.8 Uniformity characteristics E i
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Page 124
CHAPITRE IV: METHODES DE MESURE
1 Méthodes de mesure pour les photoemetteurs
Ajouter, & la page 176, les nouveaux paragraphes 1.16, 1.17 et 1.18 suivants:

116 Courant de modulation correspondant a 1 dB de compression (I, 4a\)
dans les diodes électroluminescentes et les diodes émettrices en infrarouge

a) But

Mesurer le courant de modulation correspondant a une compression d efficacit¢ de
1 dB dans des conditions spécifiées de modulation et de flyxénergétiquende sortie.

b) Schéma
| Circuit
d'alimentation SZ/;( N
D s\u
0 P b ° ,

| | >p2
\ Q \% oy s

e d'alimentation fournissant a D le flux énergétique ®_ spécifié
oltmetres alternatifs ou appareils de mesure de tension & large bapde
ension de charge permettant d’adapter 'impédance spécifiée pour D

B4

D; = detecteur de signaux optiques

R , = tension de charge permettant d'adapter 'impédance spécifiée pour D¢

P, = source d'alimentation fournissant & D, la tension de fonctionnement

F = filtre dont la fréquence centrale de la bande passante correspond ala
fréquence fde la sortie du signal sinusoidal

A = amplificateur
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Page 125
CHAPTER IV: MEASURING METHODS
1 Méasuring methods for photoemitters
Add, on page 177, the following new subclauses 1.16, 1.17 and 1.18:

mpression (1 of light emitting diodes
(LED) and infrared emitting diodes (IRED)

a) Purpose

To measure the moduiation current at 1 dB efficacy compression und ied\modu-
lation frequency and radiant power output condition.

b) Circuit diagram

Biasing

circuit A, N
VAR X
D - D; ;/;\Js\ \ v,

IEC 963194

W)

G

C

P

Y

R resistor for matching the specified electrical impedance of D

D;)"= optical signal detector

R, = load resistor for matching the specified electrical impedance of D

P, = power supply to provide the operating voltage to D,

F = filter with passband centre frequency matched to the frequency f of the sine
wave signal source

A = amplifier
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d) Précautions & prendre

L'accés optique du dispositif & mesurer doit, dans la mesure du possible, étre couplé a
celui du détecteur de signaux optiques.

e) Exécution

Coupler la sortie optique de D a l'accés optique du détecteur Dy. Appliquer le courant
dalimentation généré par P, aux connexions de D pour que D emette le flux énergé-
tique specnflé @, en sor’ue de son accés optnque Applnquer le courant de modulatlon

de V,, avec la valeur de A ,. ldentitier la zone dans Iaquell i iste une relation
hnéalre entre logV, et log/,. Enregistrer la valeur de /, pour Jaquelle logV, ‘est a1dB
en dessous de la valeur obtenue dans la zone hnealre pro tée comm e la

NOTE - Les fonctions des filtres et des voltmétres a courant aNegrnatif sk ity i rées
dans les analyseurs de spectre & haute fréquence. On pe i ents
de circuit séparés indiqués dans la description du cir des

log V,, dB 1

Tension détectée

Courant de modulation &

/ 1 dB de compression

—

log I, dB

CEl 964194

Figure 68

f) Conditions spécifiées
— Température ambiante ou température du boitier (T, OU T e0)
- Résistances de charge (R, et A ,)

—~ Longueur d’onde d'émission maximale et largeur du spectre de la source
lumineuse (kp, AL)

- Flux énergétique ()
— Fréquence de modutation (f).
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d) Precautions to be observed

The optical port of the device being measured shall, as far as possible, be coupled to
that of the optical signal detector.

e) Measurement procedure

Couple the optical output of D from the optical port to the detector D . Apply the supply
current generated by P, to the appropriate connections of D so as to achieve the
specmed output radiant power @, from the optncal port. Apply modulation current from

Rooaradtbho daotantad cianal

blglldl gellb'ldlUl G—atthe bpcullcu modtration l|c\.{ucllvy HeCOrG e~ GETC T a—argriaa
voitage V, and the modulation voltage V, as the modulation current is increased. The
modulatlon current /, (I,= V /R ,) is determmed from V, using the value of R ,. lden=
tify the region for WhICh there is a linear relationship between log V, andteg /,. Record
the value of /, at which log V, is 1 dB below the value resultin e\projected
linear region, as shown in f|gure 68. This value of /, is the modula
efficacy compression IF(1 dB)’

amplitudes.

log V, dB 4

Detected signal
voltage

Modulation current at

/ 1 dB efficacy compression

log /, dB

IEC 964/94

Figure 68

f} Specified conditions
— Ambient or case temperature (T, or T ...}
- Load resistances (A, and A ,)

— Peak-emission wavelength and spectral radiation bandwidth of the light source
(A, AL)
¢]

- Radiant power (®,)
— Modulation frequency (f)
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1.17 Distorsion d'intermodulation «deux tons» (D, ,,D,,) des diodes électro-
luminescentes et diodes émettrices en infrarouge

a) But

Mesurer la distorsion d'intermodulation «deux tons» des diodes électroluminescentes et
des diodes émettrices en infrarouge, dans des conditions spécifiées de résistance de
charge et de modulation.

b) Schéma

N
A
N

[

s,(x) s, P, @ @ %’2 %8 [ S Dy Ya

965194

L
an

L1

A,

)4
Jn
I
>
m("

¢) Descriptip

20,

V'V, V, = voltmetres alternatifs ou appareils de mesure de tensipn a

31

large bande

R4 = tension de charge permettant d’adapter I'impédance spécifiée pour O

D = détecteur de signaux optiques

R, = tension de charge permettant d'adapter I'impédance spécifiée pour O;

P, = source d'alimentation de Dy

F,. F,, Fg, F, = filtres dont la fréquence centrale de la bande passante correspond
aux fréquences (f, et f,) des sources de signaux sinusoidaux, et aux
fréquences d’intermodulation appropriées (2f, - f, et 2f, — f,)

A = amplificateur
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1.17  Two-tone intermodulation distortion (D, ,, D,,) of light emitting diodes (LED)
and infrared emitting diodes (IRED)

a) Purpose

To measure the two-tone intermodulation distortion of a LED/IRED under specified load
resistance and modulation condition.

b) Circuit diagram

A
v1
v
2
p
\
V3
p
5 ~
p

1EC 965194

supply to provide the specified radiant power & to D
a.c. voltmeters or broadband voltage measuring equipment

load resistor for matching the specified electrical impedance of D

L1
O = optical signal detector
R, = load resistor for matching the specified electrical impedance of D
P, = power supply to Dy
F,. F,, Fg. F, = filters with passband centre frequency matched to the frequencies

of the sine wave signal sources (f; and f,) and the appropriate inter-
modulation frequencies (2f, - f2 and 2f, - f,).

A = amplifier
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d) Précautions a prendre
L'accés optique du dispositif & mesurer doit étre couplé le mieux possible a celui du
détecteur d’amplitude de signaux optiques.

NOTE - La définition de la distorsion d'intermodulation des DEL/DE| apparaitra dans un document
ultérieur.

e) Exécution

Coupler la sortie opthue deDart accés opthue du détecteur D;. Appliquer les tensions

dig s : e flux
énergétique spécnflé en sortne de son accés optnque Appliquer le courant de_m
lation fourni par Ies sources de signaux sinusoides S, et Sz, de maniére a créer «deux

sortie optique modulée (V, ou V,), et 'amplitude ©
en fonction de I'amplitude du sugnal d'entrég
A
Amplitude
du signal
Distortion
Q d'intermodulation
_Y
\\
> AL NN N -
2f -1, f f 2 f2 -1, Fréquence
CEl 966194

Figure 70
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d) Precautions to be observed

The optical port of the device being measured shall, as far as possible, be coupled to
that of the optical signal detector.

NOTE - The definition of two-tone intermodulation distortion of LED/IRED will be proposed in a later
document.

e) Measurement procedure
Couple the optlcal output of D from the specmed optical port to the detector D Apply

achieve the specmed output raduant power from the optlcal port Apply modulatlon
current from the two sine wave signal sources S, and S, so as to create two modula-
tion tones at fundamental frequencies f, and f2. The modulated opticahqutput, at*the

fundamental frequencies are read on V., and V,, and the modula output at
the intermodulation frequencies are read on V; and V, . Adjus so\that V,
and V, are equal. Vary the signal attenuatlon with A and re tion
voItage V, and the optical signal voltages V,, V,, V, and % -tone
mtermodulatlon ratio by taking the ratio of the amplltude of\the Ta ger odulated
optical output intermodulation sidebands (V; or V,) to . iy e fundamental
signals (either V, or V,) as a function of the ampl‘ e ¢ wposite input signal
(Vo)
A
Signal
amplitude Q
\) A
Intermodulation
Q distortion
_ Y
N
AN /L AN N >
2 f1 -1 f, f2 21~ f Frequency

IEC 966/94

Figure 70
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Amplitude ,

du signal L
//f

2_f1

Distortion
d'intermodulation

ONNBNA

Ampfitu muadulation
CEl 967194

srnatif sont habituellement incorporées
&s appareils 4 la place des éléments
Cela Yermet de mesurer la puissancg des

ture du boitier (T, ou T )

Mesurer la longueur d'onde centrale et la largeur efficace du spectre d'une diode laser
ou d'un module a diode laser, fonctionnant dans des conditions de modulation
spécifiées.
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Signal .
amplitude -

2!2—f1

[y ciladi
Treermocthatoh

distortion

N

Modulation tu

Figure 71

description. With this substitution, the
amplitudes.

f) Specified conditions

- Peak-@si

— Modulatigf

1.18

a) Purpose

To_measure the central wavelength and r.m.s. spectrum bandwidth of a laser diode or
laser diode module operated under specified modulation conditions.
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b) Schéma
] Circuit | l
d'alimentation
Vi : w
D
+ |
L}
G Q\,) P, D, D, D,
- R
CEl 968194

Figure 72

¢) Description du circuit

D = dispositif en mesure

P = source d’alimentation fournissa vécifiée de courant djrect
au-dessus du seuil A/F* ou le flux egejgetique Py cifié 2D

G = ation rnis ant les conditions de mpdu-

ige comporte généralement M et RM. !l peut étre utilisé & la plare de

sgergétique Téfléchi dans F'accés optique de D doit étre aussi faible que

e) Exécution

Ajuster P pour obtenir le courant direct /¢ correspondant a Al” (au-dela du
spécifié, ou le courant correspondant au flux énergétique @ spécifié.

pos-

anidge a ne pas apporter de modification sensible aux caractéristiques du

deuil)

Régler la longueur d’'onde du monochromateur dans la plage voulue, jusqu’a ce qu’on

puisse lire la valeur maximale sur le radiométre.

Enregistrer la valeur donnée par le radiomeétre et la longueur d'onde correspondante.

il s’agit de la longueur d’onde d’émission maximale (kp).
Régler le monochromateur a une longueur d'onde supérieure & A_ puis 'ajuster

pour

réduire progressivement cette longueur d'onde. Noter la premiere longueur (A.) a
laquelle la puissance est égale ou supérieure au pourcentage spécifié de la valeur

maximale {ue.
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b) Circuit diagram

Biasing I l
circuit /,
SZ / M RM
D
+ ||
P .
AR, 05 02 O,
h [‘] A,
IEC_968193

Figure 72

¢) Circuit description and requirements
D =
P =

device being measured

e) Measurement procedure

Apply sufficient forward current to reach the specified value of A/." or apply the current
corresponding to the specified radiant power @ .

Adjust the wavelength of the monochromator within the required range until the
maximum reading on the radiometer has been achieved.

Record the reading on the radiometer and the wavelength corresponding to this value.
This is the peak emission wavetength (kp).

Set the monochromator to a longer wavelength than A_ and adjust it to progressively
shorter wavelengths. Record the first wavelength (1) at which the power is equal to or
higher than the specified percentage of the maximum peak reading.
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Noter la puissance indiquée par le radiometre (a). Diminuer progressivement la
longueur d'onde du monochromateur, jusqu'a ce que la valeur maximale (A;) apparaisse
sur le radiométre et que la puissance indiquée par le radiometre (a) corresponde a
chaque raie du spectre.

Régler le monochromateur a une longueur d’onde inférieure & A_ et l'ajuster progres-
sivement a des longueurs d'onde plus grandes. Noter la premiére longueur d'onde (A;)
a laquelle la puissance est égale ou supérieure au pourcentage spécifie de la valeur
maximale lue. Noter la puissance indiquée (&) par le radiométre. Régler progres-
sivement la longueur d’onde du monochromateur & une longueur plus levée jusqu’a ce

que ta valeur maximate (X;) apparaisse sur te radiometre et que ta puissanceindiquée
sur le radiometre (a,) corresponde a chaque raie du spectre.
L'équation suivante permet de calculer la longueur d'onde (centr.
La -
~ 1
A = ———
2 &
i 1
pme
rla
Pourcentage
spécifié
Y Longueur d’onde
A Longueurs d'onde & prendre en compte pour
le calcul de la largeur de spectre efficace CEl 969194

Figure 73
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Record the power reading (a) on the radiometer. Adjust the wavelength of the mono-
chromator progressively to shorter wavelength until the maximum reading on the
radiometer is obtained and record the wavelengths (A;) and the power readings on
the radiometer (a,) corresponding to each spectral line.

Set the monochromator to a shorter wavelength than A_ and adjust it to progressively
longer wavelengths. Record the first wavelength (1) at which the power is equal to or
higher than the specified percentage of the maximum peak reading. Record the power
reading (&) on the radiometer. Adjust the wavelength of the monochromator progres-
sively to longer wavelength until the maximum reading on the radiometer is obtained

and record the wavelengins (L] and the power readings on the radiometer (&)
corresponding to each spectral line.

Calculate the central wavelength from the equation:
[ L

spectral line.

The r.m.s. spectrum bandwidth (AXx__ ) is derived from the €9

rms

Radiant power

Specified | f_tbrd_1l
percentage U U U
5 Wavelength
+
Wavelengths to be considered when calculating
the r.m.s. spectrum bandwidths IEC 969194

Figure 73
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f} Conditions spécifiées
— Température ambiante, du boitier ou de I'embase (Tamb, Tcase ou Tsub)
— Fiux énergétique (®,) ou courant direct dépassant le seuil (Aal*)
— Fréquence de modulation (f) et profondeur de modulation (m)

-~ Pourcentage de la puissance & A_ qui définit la largeur de spectre efficace, s'il
; P
est différent de 1 %

Page 176

2 Méthodes de mesure pour les dispositifs photosensibles

Ajouter, a la page 204, les nouveaux paragraphes 2.9, 2.10, 2 4 3 suivants:

29 Sensibilité d’'un module PIN-FET

a) But
Mesurer la sensibilité d'un module PIN-F

d’entrée modulé:
&\

L]\ EQ\K ——

“QJ SNC

P e

ons de rayonnement

b) Schéma

CEl 970194

Figure 74

du circuit et exigences
gpositif en mesure

L = source de rayonnement de bande étroite, avec flux énergétique o, réglable,
modulée en amplitude avec une onde sinusoidale de petits signayx a
fréquence réglable de valeur efficace Acbe(eﬁ)

P

=—source—cratimentationmfournissant—a D—testemnsions—etcourants—de—forction-
nement spécifiés

R_= tension de charge permettant d'adapter !'impédance de sortie spécifiée
pour D
C = capacité de couplage

V = voltmétre efficace ou mesureur de tension & large bande.
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f) Specified conditions

— Ambient, case or submount temperature (Ta

mb’ Tcase or Tsub)

— Radiant power (®_) or forward current above threshold (A/")

— Modulation frequency (f) and modulation factor (m)

— Percentage of the power at lp that defines the r.m.s. spectrum bandwidth, if
other than 1 %.

Page 177

2.9 Responsivity of a PIN-FET module

a) Purpose

To measure the responsivity of a PIN-FET module
input condition.

b) Circuit diagram

2 Measuring methods for photosensitive devices

Add, on page 205, the following new subclauses 2.9, 2.10, 2.11, 2.12@nd -

nodiiated radiation

IEC 970194

Figure 74

ption’and requirements

D =%.devise being measured

L )= narrowband radiation source with adjustable radiant power ®_ and which is
amplitude modulated with a small-signal sinusoidal wave of adjustable
frequency and r.m.s. value A(be(rms)

P~ = power supply 10 provide speciiied operating voitages and carrents 10 D

RL = load resistor for matching the specified output impedance of D

C = coupling capacitor

V = r.m.s. voitmeter or broadband voltage measuring instrument
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d) Précautions a prendre
L’accés optique du dispositif en mesure doit étre entiérement soumis au rayonnement

La valeur de A®_ .. doit étre nettement inférieure a celle du flux énergétique en
courant continu @_ constante dans la bande de fréquences spécifiées entre f, et f,.

Un signal doit étre considéré comme petit si le fait de doubler son amplitude ne produit
pas de modification de la valeur mesurée du paramétre supérieure a l'erreur permise
pour la mesure.

e) Execution

Appliquer aux connexions appropriées de D les tensions d'alimentation spécifiges,
fournies par P. Régler L de maniére a fournir 1a valeur spécifié flux,_énergétique
quence variable
ation suivante

spécifiées. Mesurer sur V la tension efficace de sortie,
permet de déterminer la sensibilité S:

S = Voetty ! AP ety

Noter les valeurs maximum (S__ ) et minimum €S es dans la gamme

de fréquences f, a f,, ainsi que la valeur cen

NOTE — Les analyseurs de spectre r.f./ré S S Onctions de résistance de charge, capacité
de couplage et voltmeétre en courant ali cuits
séparés décrits dans le schéma.

de

a) But

Mesurer la réponse en fréquence d’'un module PIN-FET dans une bande de fréquengces
de modulation spécifiée.
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d} Precautions to be observed
The optical port of the device being measured shall be completely irradiated.

The value of AD, shall be sufficiently smaller than the d.c. radiant power ®_, and
stay constant over the specified band of modulation frequencies f, to f,.

A signal shall be considered small if a two-to-one increase in its magnitude does not
produce a change in the measured value of the parameter that is greater than the
permitted error of the measurement.

e) Measurement procedure

Apply specified supply voltages generated by P to the appropriate connections of-D.
Adijust L to provide the specified d.c. value of input radiant power ®_ and.the specified
modulation frequency. Measure the r.m.s. a.c. output voltage Vo(r . Determine
‘the responsivity S using the following relationship:

S=V

o(rms) 1A

(De(rms)

Note the maximum (S__ ) and minimum (Spin) valuesiof the frequency

range f, to f,, as well as the mid-band central valug

a) Burpose

To)measure the frequency response flatness of a PIN-FET module over a specified
band of modulation frequencies.
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b) Schéma

-
B
<)

=/

Figure 75

c) Description du schéma et exigences

D = dispositif en mesure
L =

nergetique @, réglaple,
oidale de petits signauk a

ne-

pter l'impédance de sortie spécifiée

ante dans la bande de fréquences spécifiées entre f,etf,.
g considéré comme petit si le fait de doubler son amplitude ne pro

pousrila TResyre.

e) Exécution

ant

duit

{ficafion de la valeur mesurée du paramétre supérieure a I'erreur permise

D.

Appliquer les tensions spécifiées fournies par P aux connexions appropriées de

Régtert—demaniéreobtenirtavateur—spécifideduttux—émnergétique dtentrée o

en

courant continu. Faire varier la fréquence de modulation entre 1, et f,. Mesurer sur V la

tension de sortie en courant alternatif Vo(em en fonction de la frequence. Etabli
sensibilité S en utilisant la relation suivante:

S=V

o(eff) / (be

(eff)

rla
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b) Circuit diagram

-
| — |
o]
o
Jan

H R ( Vj
by B

1EC 97019,

Figure 75

¢) Circuit description and requirements
D = device being measured
L =

e)<Measurement procedure

Apply specified supply voltages generated by P to the appropriate connections of D.

Adjustttoprovide thespecitied dcvatue ot mput Tadiant power o Vary the moduta-
tion frequency over the specified band of frequencies f, to f,. Measure the a.c. output

voltage Vo(rms on V as a function of frequency. Determine the responsivity S using the

following relationship:
S=V /@,

o{rms) (rms)
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Déterminer les valeurs maximale Spax et minimale S, de S dans la bande de fréquen-
ces de modulation spécifiée, et la valeur S(f,,) & la frequence centrale f.p Laréponse
en frequence, exprimée en décibels, est calculée selon I'équation suivante:’

AS/S = 10109 [(Syay = Smin) ! Sp)] 10B]

ax ~ “m
ou f . est la fréquence centrale définie par fab = y f, x f, sauf indication contraire et
S(f ) est la valeur de sensibilité a la fréquence fb

NOTE - Les analyseurs de spectre r.f./réseau comportent en général les fonctions de résistance de
; voltmelre en courant alternatil. 1Is peuvent éire utilisés a la place des
éléments de circuits séparés décrits dans le schéma.

f) Conditions spécifiées

Température ambiante ou du boitier (Tamb OY Tease)

Tensions de polarisation spécifiées, générées par

Résistance de charge (R)

-~ Longueur d’onde d’émission maximale et Jarg 2 e de¢'rayonnemerjt de
la source lumineuse (lp, AX)

~ Flux énergétique en courant contin

Gamme de fréquences de mod 1 Fo)

|
m
-
[
Q
o
1]
oo
O
@
O
5]
3
=
=
=3
(¢}

2.11 Densité spectrale de bru P,

a) But
Mesurer la densité S Rruit (ed sortie) d’'un module PIN-FET dans des cqndi-

tions d’adapta
b) Sc

x\{]\:\ : —{F -

£

CEl 971194

Figure 76
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Determine the maximum {Shax) @nd minimum (Snin) values of S over the specified
band of modulation frequencies, and its value (S(f,y) at the mid-band frequency fob
The frequency response flatness, expressed in decibe{s, is calculated as:

AS/S = 10109 [(S,ay = Siyin) / Sip)]  [0B]

where £, is the mid-band frequency defined by fob = v fy x f,, unless otherwise speci-
fied, and S(f_,) is the responsivity value at the frequency fob

NOTE - The functions of the load resistor, coupling capacitor and a.c. voltmeter are typically incorporated

inr.I. spectrum/nelwork analyzer instruments. Such instruments can be used in place of the individual
circuit elements shown in the circuit description.

f} Specified conditions

Ambient or case temperature (Tamb OF Tease)

Specified bias voltages generated by P

— Load resistance (R)

— Peak-emission wavelength and spectral radiatio he light source

(Ag: A2)
— D.C. radiant power (@)
— Modulation frequency range of radian

matched-outpuyt co
b) Circuit di x

%\\;] | o —{F

EEC 97114

Figure 76
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¢) Description du circuit et exigences

D = dispositif en mesure

L = source de rayonnement de bande étroite avec flux énergétique @, réglable

P = source d'alimentation fournissant & D les tensions et courants de fonction-
nement spécifiés

R_ = tension de charge permettant d'adapter I'impédance spécifiée pour D

F = filtre passe-bande de haute sélectivité

A—=—amplificateurdegaimdetension Gy

V = appareil de mesure de tension efficace destiné a mesurer la tension'de bruit
en sortie V,_ a la fréquence f

C = capacité de couplage

d) Précautions a prendre

L'accés optique du dispositif en mesure doit étre en
du flux énergétique d'entrée spécifié D,

L'amplificateur doit avoir une bande suffisam

Conditions spécifiées
Température ambiante ou du boitier (Tomb OU Teaso)
Tensions et courants d’alimentation fournis par P

rayonnement

ye le filtre F pujsse

b Ne

rnis

des

case

Résistance de charge (R

Longueur d’'onde maximale et largeur du spectre de rayonnement de la source
lumineuse (lp, AA)

—~ Flux énergétique en entrée @,

— Fréquence nominale (f.,) et bande utile (B) du filtre F.
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c) Circuit description and requirements
D = device being measured

L = narrowband radiation source with adjustable radiant power o,
P = power supply to provide specified operating voltages and currents to D
R, = load resistor for matching the specified electrical impedance of D

= high-Q bandpass filter

amplitier with voltage gain G,

< 3 M
]

= true r.m.s. noise voltage measuring instrument to measure the output noise
voltage V_ at frequency f

C = coupling capacitor

d) Precautions to be observed

The optical port of the device being measured shall be co
specified input radiant power ..

The bandwidth of the amplifier shall be sufficiently lar
bandwidth is determined by filter F.

The measuring circuit shall be electrically gre

Adjust the centre fr
the output nojs

Read the value

e load resistor, filter, amplifier and r.m.s. noise voltmeter are typically incor-
adyzer instruments. Such instruments can be used in place of the individual
ircuit diagram.

f} Specified conditions

~ Ambient or case temperature (T, or T__ )

— Specified supply voltages and currents provided by P

— Load resistance (R, )

— Peak-emission wavelength and spectral radiation bandwidth of the light source
(A, AR)
p

- Input radiant power (@)
— Centre frequency (f.,) and effective bandwidth (B) of F.
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2.12 Densité spectrale de bruit en basse fréquence (Poo s L) €t de la fréquence
de remontée du bruit basse fréquence (f ) en sortie d’'un module PIN-FET

a) But

Mesurer la densité spectrale de bruit en basse fréquence & la sortie d’'un module PINFET,
ou domine ce qu’il est convenu d’appeler le bruit en 1/f, et déterminer la fréquence de
remontée du bruit basse fréquence.

La fréquence de remontée du bruit basse fréquence correspond i la fréquence au dela
de laquelle la densité spectrale de bruit est sensiblement constante sur une plage

assez importante vers les hautes fréquences.
b) Schéma

N\ \©
I o —r %N
N V
P\
%\/ CEl 972194
%i ure 77
¢) Descriptio T¢e] s

@ nowirradié)
= 5Q alimenfatiopy fournissant a D les tensions et courants de fonctlon-

harge permettant d'adapter 'impédance de sortie spécifiée

dsse-bande de haute sélectivité a fréquence (centrale) réglable f} et
de bande utile B

amplificateur a gain de tension G,

V = appareil de mesure de tension efficace destiné & mesurer la tension de bruit
en sortie V_ alafréquence f_

o—Frécautions a prenare
L'accés optique de D ne doit pas étre soumis au rayonnement.

L'amplificateur doit avoir une largeur de bande suffisante pour que la bande de mesure
de bruit soit déterminée par F.

Le circuit de mesure doit étre relié a fa terre et blindé pour que les signaux parasites ne
génent pas la mesure des signaux de faible niveau

La largeur de bande de bruit utile B de F doit étre égale a 15 % au plus de sa
fréquence nominale.
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2.12 Low frequency output noise power (spectral) density (P, ; | g) and corner
frequency (f.. ) of a PIN-FET module o

cor:
a) Purpose

To measure the output noise power (spectral) density of a non-irradiated PIN-FET
module in the low frequency region, where it is dominated by the so-called 1/f noise,
and corner frequency, under matched-output condition.

b) Circuit diagram

\
Y — = §

O P

1EC 972194

¢) Circuit desgript
D = de i

amplifier'with voltage gain G,

V_E= true r.m.s. voltage measuring instrument to measure the output noise voltage
Vv, atfrequency f_

d) Precautions to be observed
The optical port of D shall not be irradiated.

The bandwidth of the amplifier shall be sufficiently large to ensure that the overall noise
bandwidth is determined by F.

The measuring circuit shall be elfectrically grounded and shielded so as to prevent
spurious signals from interfering with the measurement of low level noise signals.

The effective (noise) bandwidth B of F shall be 15 % or less of its centre frequency.
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e) Exécution

Ajuster P pour appliquer aux connexions appropriées de D les tensions et courants
d’alimentation spécifiés.

Augmenter la fréquence nominale du filtre F, en partant d'une valeur trés faible, a
laquelle la tension de bruit Vv, décroit lorsque la fréquence augmente, jusqu'a une
valeur a laquelle V., devient presque constante. La figure 78 montre V, en décibels en
fonction de f. Relever la valeur V_* a cette fréquence.

Diminuer la fréquence jusqu'd ce que V. _augmente de 3 dB (d'un facteur = V2 ) par

rapport a V *. Cette fréquence est la fréquence de remontée du bruit basse fréquence F

Diminuer encore la fréquence et mesurer Vi, (f,) @ la fréquence spécifiée f_, qui correspond
a un point dans la zone presque linéaire de Ia courbe décrite enftigure\78.

iltre,
s de
ttres

>

f f log f

CEl 973194

Figure 78
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e) Measurement procedure

Apply specified supply voltages and currents provided by P to the appropriate connec-
tions of D.

Increase the centre frequency of filter F from a very low value at which the noise
voltage V,, is still decreasing with increasing frequency up to a value where V_
becomes nearly constant, see figure 78 which shows V,_ in decibels as a function of £.
Note the value V_* at this frequency.

Decrease the frequency until V_ has increased by 3 dB (by a factor = V2 ) compared

to V. *. This frequency is the corner frequency F .

Decrease the frequency further and measure V,_(f ) at the specified frequency.f
which refers to a point in nearly linear region of the curve in figure 78.

Calculate the low frequency output noise power (spectral) density

P

no,x.LF

= (V/G)?/ (R - B)

f) Specified conditions
— Ambient or case temperatwe (%,
— Supply voltages and currentsprovi

fy
>

f f_ log f

TEC 97394

Figure 78
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2.13 Puissance minimale détectable d’'un module PIN-FET

a) But

Mesurer la puissance minimale détectable d'un module PIN-FET pour un taux d'erreur
(BER) ou un rapport porteuse/bruit (C/N) spécifiés.

b) Schéma

leur

de
des

nent

plificateur avec fréquence (centrale) f_ et largeur de bande B ( mesyres
analogiques) ou ampilificateur a gain variable (mesures numériques)

=
It

voltmétre efficace (mesures analogiques) ou mesureur de taux d'errgurs
{mesures numériques)

d) Précautions a prendre

La puissance optique de PM doit étre étalonnée de maniére a pouvoir mesurer le signal
alternatif contenu dans la puissance regue a t'acces optique de D.

Le rapport porieuse/bruit de L doit étre suffisamment important pour éviter un accrois-
sement indésirable du bruit détecté.

Seul I'accés optique de D doit étre soumis au rayonnement.
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© 2.13  Minimum detectable power of PIN-FET module

a) Purpose

To measure the minimum detectable power of a PIN-FET module at a specified bit-error
rate (BER) or carrier-to-noise ratio (C/N).

b) Circuit diagram

BS
b \ ||C

ISR

-~
il

¢) Circuit description and requirements

Figure 79

easurement) or signal source to
specified conditions (for digital

and bandwidth B (for analogue
measwément) or amplifier with variable gain (for digital measurement)

r.m.s. voltage meter (for analogue measurement) or bit-error rate counter (for
digital measurement)

d) Precautions to be observed

Optical power on PM shall be calibrated so that the a.c. irradiated power on the optical
port of D can be measured.

The C/N of L shall be high enough to avoid the increase in the detected noise.

Only the optical port of D shall be irradiated.
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e) Exécution
1) Mesures analogiques

Ajuster P pour appliquer & D les tensions d'alimentations spécifiées, et ajuster L
pour éclairer I'accés optique de D a un niveau de flux spécifié .

Mesurer V, sur M, avec le flux énergétique de @, en courant continu.

Appliquer a L la modulation sinusoidale a la fréquence f_,, et régler la profondeur
de modulation de S pour obtenir le rapport C/N spécifié tel que la valeur de V,
obtenue en M soit

V,=(1+CIN) V,

Mesurer le tiux énergétique modulé A®, sur PM, qui est le fl
sur D.

2) Mesures numériques

minimal détectable

Régler le flux énergétique mesuré sur PM po keni 3 erreurs spéciﬁrz et
régler le gain de A pour que le rapportSd’ext iof et les conditions

Mesurer le flux énergétique de PM, qui inimymyque I'on puisse détecter
sur D.

f) Conditions spécifiées

Tcase)

case

~ Te
— Source d'alimentation fournissant les tensions & D

yérature ambiante ou tempeérature du boitier (7, ou T )

~ Longueur d’onde d'émission maximale et largeur du spectre de rayonnemenr de
L(A_, AA)
[ 4

— Débit binaire du signal

— Type de modulation (RZ ou NR2Z)

— Taux d’erreurs

— Forme du signal (séquence binaire et densité de marques)
— Paramétres de I'égaliseur, si nécessaire.
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e) Measurement procedure

1) Analogue measurement
Apply specified supply voltages generated by P to D and adjust L to D,.

Measure V; on M under specified d.c. radiant power of D,

Apply sinusoidal modulation with frequency f. 10 L, and adjust the a.c. modulation
current of S to obtain V, on M corresponding to such value that

f)

V,=(1+CIN) V,

Measure the modulated radiant power A®_ on PM. This is the minimum detectable
power of D.

2) Digital measurement

adjusting the gain of A.
Measure the radiant power on PM. This is the

Specified conditions
1) Analogue measurement

— Ambient or cgse temperature %or

gpectral radiation bandwidth of L (lp, AQ)

<) Ambient'or case temperature {Tamb ©OF Toase)

< Supply voltages of D
— Peak emission wavelength and spectral radiation bandwidth of L (xp, AX)

— Signal bit-rate

— Modulation scheme (RZ or NRZ)

— Bit-error rate

— Signal pattern (bit sequence and mark density)
~ Equalizer parameters, if required
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